Fisica Quimica - Biologia Técnica
04/99-Pr-
[

1 111

2 —1
e 6
= 2
3 | p-Ge¢| 58|35 582 I 3

4 5

1 Descripcién

Junto con el aparato basico para el efecto Hall (586 850) éste
dispositivo permite realizar mediciones de la tension de Hall y
de la conductividad eléctrica en funcion de la temperatura. De
los datos medidos se puede determinar la concentracion y la
movilidad de los portadores de carga. Adicionalmente se pue-
de estudiar también la dependencia de la tension de Hall re-
specto al campo magnético externo y a la corriente transversal
gue pasa por el cristal.

2 Datos técnicos

Corriente transversal maxima: aprox. 33 mA
Dimensiones del cristal: 10 mm x 20 mm x 1. mm

Dimensiones de la placa conductora
incl. conector multiple: 11,5cmx11,5cm x 0,8 cm

Instrucciones de seguridad

El cristal de Ge puede quebrarse muy facilmente:

» Manipular la placa conductora cuidadosamente y no expo-
nerla a esfuerzos mecanicos.

Debido a su alta resistencia especifica el cristal de Ge se
calienta al aplicarsele una corriente transversal:

» No sobrepasar la corriente transversal maxima /= 33 mA.
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Instrucciones de servicio 586 852

Ge tipo p en placa conductora (586 852)

Conector multiple
Distanciador

Clavija de sujecion

Cristal de Ge, tipo p

Meandro de calentamiento
Sonda de temperatura PT100
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Asignacion de terminales

a, b,d,d,c,c,b, a,

s

Meandro de calentamiento

Corriente transversal que pasa por el cristal de Ge
Sonda de temperatura PT100

Tension de Hall

ai, az
b1, b2
C1, C2
di, d2

4 Uso

adicionalmente se requiere:

1 Aparato basico para el efecto Hall 586 850

Dispositivo de medicion y alimentacién como el indicado en las
instrucciones de servicio del aparato basico para el efecto Hall.

El montaje en el aparato basico del efecto Hall, asi como las
conexiones eléctricas se describen en las instrucciones de ser-
vicio del aparato basico para el efecto Hall.
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Instrucciones de servicio 586 852

5 Ejemplos de ensayo

5.1 Tensiéon de Hall Uy en funcién de la corriente trans-
versal /através del cristal de Ge

5.4 Caidadetension Uy conductividad o en funcion de
la corriente transversal [ através del cristal de Ge
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5.2 Tension de Hall Un en funcién de la densidad de flujo
magnético B

5.5 Caidadetension Uy conductividad o en funcion de
la densidad de flujo magnético B
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5.3 Tension de Hall Un en funcidn de la temperatura abso-
luta T
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5.6 Caidade tensiéon Uy conductividad o en funcién de
la temperatura absoluta T

| © by LEYBOLD DIDACTIC GmbH. 1939 7

Mg CASSY Lab-Uwvs T [_ O[]
o =] W [Bueeu ala]T
Standard |
e \
0]
v 2]
1
o_|
‘ T T T ‘ T T | T T T |
300 350 400 450
| /K
[ &= 0,0502v/mA | ®byLEYBOLD DIDACTIC GmbH. 1939/

LD DIDACTIC GMBH [Leyboldstrasse 1 [D-50354 Hirth CPhone (02233) 604-0 [Telefax (02233) 604-222 [e-mail: info@Id-didactic.de

© by LD Didactic GmbH

Printed in the Federal Republic of Germany
Technical alterations reserved



